
MOT
产品命名



高压MOSFET1

“7N”

代表650V

代表7A，N是N沟道
MOT7N65F

代表MOT品牌“MOT”

“65”

“F”代表封装，TO-220F塑封“F”

丝印为MOT7N65F 

高压MOS —— 型号讲解



高压MOSFET--关键参数1

漏源电压漏源电压（最大耐压）

导通电阻（内阻）

漏源电流（最大电流）



MOT4N65C尾缀C代表TO-251，丝印为MOT4N65C

MOT7N65D尾缀D代表TO-252，丝印为MOT7N65D

MOT10N65F尾缀F代表TO-220F，丝印为MOT7N65F

MOT20N65W尾缀W代表TO-247，丝印为MOT20N65W

MOT20N65P尾缀P代表TO-3P，丝印为MOT20N65P

高压MOS管主要有

按电流：
2N、4N、5N、7N、8N、9N、10N、11N、12N、13N、15N、16N、18N、20N...

按耐压：
450V、500V、650V、700V、800V、900V...

高压MOSFET1



高压MOSFET

MOT4N65C

MOT4N65C尾缀C代表
TO-251，丝印为

MOT7N65F

MOT10N65F尾缀F代表
TO-220F，丝印为

MOT20N65P

MOT20N65P尾缀P代表
TO-3P，丝印为

按电流：

MOT7N65D

MOT7N65D尾缀D代表
TO-252，丝印为

MOT20N65W

MOT20N65W尾缀W代表
TO-247，丝印为

按耐压

450V、500V、650V、
700V、800V、900V...

分为

2N、4N、5N、7N、8N、
9N、10N、11N、12N、

13N、15N、16N、18N、
20N...



“65”

代表导通电阻380mΩ

代表650V
MOT65R380D

代表MOT品牌“MOT”

“R380”

代表封装,TO-252“D”

丝印为MOT65R380D 

COOL MOS —— 型号讲解

COOL MOS2



中低压 MOS3

中低压MOS具有较高的集成度、较低的功耗；较好的性能稳定性、较高的工作温度。

广泛应用于：

消费电子领域，电子烟、电弧打火机、暖手宝、移动电源、电热毯、玩具、美容美发产品等等。

开关电源领域，LED驱动、PD快充、适配器、逆变器等。

电动汽车领域，电池管理系统、电机控制器和车载充电器。

智能家居和物联网领域，智能设备和传感器中，如智能插座、智能灯泡、智能门锁、智能开关等

中低压MOS沟槽晶圆工艺：

Trench：潜沟槽工艺

SGT：深沟槽工艺



“3165”

代表封装,PDFN3*3

“3”为耐压30V，“1”为N沟道
“65”为RDS 6.5mΩMOT3165J

代表MOT品牌“MOT”

“J”

中低压 MOS —— 型号讲解

“80N03”

代表封装,TO-252

“80”为电流80A，“N”为N沟道
“03”为耐压30VMOT80N03D

代表MOT品牌“MOT”

“D”

3



漏源电压（最大耐压）

导通电阻（内阻）

漏源电流（最大电流）

漏源最大单脉冲电流

单脉冲雪崩能量

最大耗散功率

中低压 MOS--关键参数3



开启电压

结电容

中低压 MOS--关键参数3



肖特基二极管Schottky--关键参数4

反向电压

正向压降

反向饱和漏电流

最大正向电流



整流二极管（超快恢复）5

“1040”

代表封装,TO-220F

代表电流10A，耐压400V
MUR1040F

代表MOT品牌“MOT”

“F”

丝印为MUR1040F 

超快恢复 —— 型号讲解



整流二极管（超快恢复）--关键参数5

峰值反向电压

正向压降

平均整流电流

反向恢复时间

最大反向峰值电流


